4,10, Si-npn-leistungstransistor nach GWS-S 725.3 fir den
Einsatz in Batterieziindanlagen. Dabel werden dieseo
#iner Darlingtonschaltung eingesetzt.
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1. Grenzwerte gliltig flir den Betriebstemperaturbereich

Eollektor-Emitter~Spitzen- UCERM v 500
spannung bei RBE 3 100 Ohm

Eollektor-Emitter-Spannuns ' Usro v 200
Emitter-Basis-Spannung Usmo v 5,0
(IG = 0)

mittlerer Kollektoratrom Ic(ﬁ?) A 4,0
Kollektorspitzenstrom : Ty A 6,0
mittlerer Basisstrom IB(A?) A 2,0
Basisspitzenstrom Loy A 2,5
Gasamtvarlusglaistung Piot W 50

bei {% = 25 “C



Sperrschichttemperatw % °c  -40 ,.., 150
Betriebstemperatur T, °c  -s0,,. 85
Istbesténdigkeit 1)
max, Temperatur °c 300 250
max. Lotzelt a 3

1) Abstand Geh#use-Lotoberfliche = 5 mm

2.1, HauptkenngroBen <, = 25 °¢ -5 K

¢
Kollektor-Emitter-lteststrom Inpg mA 25,0
bei U, = 500 V ’

CE
Kollektor-Emitter-Sittigungs- Uogsat v £ 2,5
spannung bel I, = 1 A,
I,=0,24
Basis-Emitter-Sattigungs-~ Ungsat v £1,2
spannung beil IC = 3,2 A,
IB = 0,8 A
2,2, Nebenksnngrifen ﬁa =25°% - 5K
Emitter-Basis~Durchbruch- U - 1) z 5,0
spannung bei I, = 0,07 4 (BR)EBO
Innerer Wermewiderstand Rehse K/W £2,5
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Bild 1.1. Reduktion der Gesamtverlustleistung in Abhingig-
keit von der Gehiusetemperatur
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Bild 1,2, Héchstzulidssiger Arbeitsbereiech bei ﬁé = 25 ¢
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Bild 2.1. Kollektor-Basis-Stromverhidltnis in Abhéngig-

keit vom Kollektorstrom (typ. Verlauf)
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Bild 2,2. Kollektor-Emitter-Sittigungsspannung in Abhingig-

keit vom Basisstrom (typ. Verlauf)
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Bild 2.3. Basis-Emitter-Sidttigungsspannung in Abhingig-
keit vom Basisstrom (typ. Verlauf)
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Bild 2.4, Kollektor-Emitter-Sidttigungsspannung in Abhingig-
keit vom Kollektorstrom (typ. Verlauf)
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Bild 2.5, Basis-Emitter-Sattigungsspannung in Abhéngig-
keit vom Kollektorstrom (typ. Verlauf)



